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１．概要（Summary） 

次世代集積回路として期待されているシリコン貫通配

線(TSV)を用いた三次元積層型集積回路を形成する上

で欠かせないのがアセンブリ技術である。積層する形態と

して良品チップのみを選別し，ウエハ上に積層して，多層

化する手法が最も歩留りとスループットが高いとされてい

る。ここでは転写方式を用いて，良品チップを高精度に積

層するために必要な自己組織化静電吸着ウエハの作製

に成功し，それを用いた±1 μmの高い位置合わせ精度の

実装を実証することができたのでここに報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

芝浦スパッタ，熱電子 SEM 

【実験方法】 

芝浦スパッタを用いてTi/Cuのバリア／シード層を形成

し，自己組織化静電吸着ウエハ上にバイポーラ型の櫛歯

電極を形成した。チップは我々が運用する三次元スーパ

ーチップ試作製造拠点（GINTI）で作製し，転写の実験

は西澤潤一記念研究センターある 8 インチのウエハボン

ダーを用いて行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 自己組織化静電吸着ウエハ（SAE キャリア）を用い

た転写による三次元積層工程を Fig. 1 に示す。また，

得られた SAE キャリア上に液体の表面張力を用いて

チップを実装した写真とそれを目的のインターポー

ザ基板に Chip-to-Wafer方式で転写した写真を Fig. 2

に示す。液体の表面張力を用いて多数のチップを一括

で自己組織的にアセンブリした精度は約 1 μmであっ

た。一方，これを静電吸着して固定し，転写した後の

ズレは X方向で 300 nm，Y方向で 600 nmであった

ことから SAE キャリアによる転写の高い位置合わせ

精度が実証できた。 

 

Fig. 1 Transfer 3D stacking flow using SAE carrier 

 

Fig. 2 Self-assembled KGDs on SAE carrier and 

transferred KGDs on target 8-inch interposer wafer 
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